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はじめに 高効率熱活性化遅延蛍光(TADF)材

料においても励起子対消滅による発光効率の

低下が観測される。特に、三重項励起状態密度

の増大する低温では(4CzIPN[1]では100K以下)

三重項対消滅(TTA)のような励起子対消滅の影

響を強く受ける[2]。 

一般には、蛍光、燐光発光をスペクトル的に

区別して調べられるため、発光効率から励起子

対消滅過程を調べることができる。しかし、

TADF 材料では一重項-三重項エネルギー差が

小さく蛍光、燐光スペクトルの区別が困難であ

るため、発光効率から励起子対消滅過程を調べ

ることが難しい。 

TADF材料では、三重項励起状態密度を減少

させる過程である TTA が働くと、定常発光に

おける蛍光の比率が増大し、発光スペクトルが

ブルーシフトする。本研究では、TTA につい

て調べるため、発光スペクトルの励起光強度依

存性を調べた。 

実験 ホスト材料 1,3-bis(9-carbazolyl)benzene 

(m-CP)中に 4CzIPN を 1,5,10wt%分散した溶液

をスピンコート法により製膜した。ホスト材料

を励起することによる発光特性への影響を除

外するため、波長 377 nm のレーザー(Crysta- 

Laser)を使用した。4CzIPN:m-CP 薄膜をクライ

オスタット中に設置し低温測定を行った。 

結果および考察 図 1(a)に定常発光スペクト

ルの励起光強度依存性を示す。極低温の定常発

光スペクトルには蛍光、燐光の両方の情報が含

まれるため、励起光強度が強くなると TTA の

寄与が増大し、スペクトルはブルーシフトする

ことが分かる。図 1(b)にスペクトルシフト量の

励起光強度依存性を示す。4CzIPN ドープ濃度

が増大するとスペクトルがシフトし始める励

起光強度が減少することが分かる。即ち、ドー

プ濃度が低くなると TTA が抑制されることが

分かる。一方で、4CzIPN を 1wt%ドープした

m-CP 薄膜でもスペクトルシフトは観測された。

簡単な分子密度計算から、平均 4CzIPN分子間

距離は約 6 nmである。これは文献[3]で報告さ

れているような、双極子-双極子相互作用によ

るエネルギー移動機構を示唆するものと考え

られる。 
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Fig. 1 (a)PL spectra of 5wt% 4CzIPN-doped m-CP thin films (b)Photoexcitation intensity dependence 

of spectral shift of 1,5,10wt% 4CzIPN-doped m-CP thin films. 
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